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(57) Zusammenfassung: Eine Halbleitervorrichtung (10) um-
fasst eine metallische Basisplatte (22), die mit einer Ober-
seite (22a) und einer Unterseite (22b) versehen ist, eine
Vielzahl von Isoliersubstraten (24), die auf der Oberseite
(22a) vorgesehen ist, und eine Vielzahl von Halbleiterele-
menten (26) und (28), die nebeneinander auf den jeweiligen
Isoliersubstraten (24) montiert sind. Ringférmige Nuten (50)
und (52) zum Unterbringen des isolierenden Fetts sind auf
der Unterseite (22b) der Basisplatte (22) vorgesehen. Eine
Oberflache (40a) einer Kihlrippe (40) ist auf die Untersei-
te (22b) mit dazwischen eingefligtem isolierendem Fett (42)
aufgesetzt und Innenseiten der ringférmigen Nuten (50) und
(52) sind mit dem isolierenden Fett (42) gefiillt.
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Beschreibung
Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
ne Halbleitervorrichtung.

Stand der Technik

[0002] Normalerweise sind Halbleitervorrichtungen,
wie beispielsweise in der offen gelegten japanischen
Patentanmeldung Nr. 2003-168772 offenbart, be-
kannt, die mit einem Nutbereich oder dergleichen ver-
sehen sind, um zu verhindern, dass sich Fett zwi-
schen einer Basisplatte und einer Kihlrippe ausbrei-
tet. Im Allgemeinen wird thermisch leitfahiges Fett auf
eine Unterseite einer Basisplatte eines Leistungsmo-
duls aufgebracht, und die Basisplatte und die Kihl-
rippe werden mittels Schrauben Gber das Fett befes-
tigt. Beim Befestigen mittels Schrauben werden die-
se Teile zusammengedrickt, sodass die Kihlrippe
und das Fett sich einander anpassen, und ferner ein-
gespannt und mittels Schrauben befestigt, und da-
her breitet sich das Fett wahrend des Befestigens in
einer Oberflachenrichtung der Basisplatte aus. Ge-
mal dem oben beschriebenen Stand der Technik
ist ein Fettverbreitungs-Verhinderungsbereich auf zu-
mindest einer von gegenuberliegenden Oberflachen
der Basisplatte und der Kiihlrippe vorgesehen, um ein
Eindringen des Fetts in Schraubenlécher zu unter-
binden, und dieser Fettverbreitungs-Verhinderungs-
bereich kann ein Nutbereich oder ein Vorsprungbe-
reich sein.

Literaturstellenliste
Patentliteratur

[0003]
Patentliteratur 1: Offen gelegte japanische Patent-
anmeldung Nr. 2003-168772
Patentliteratur 2: Offen gelegte japanische Patent-
anmeldung Nr. 2006-196576
Patentliteratur 3: Offen gelegte japanische Patent-
anmeldung Nr. 2010-92999
Patentliteratur 4: Offen gelegte japanische Patent-
anmeldung Nr. 2010-283222
Patentliteratur 5: Offen gelegte japanische Patent-
anmeldung Nr. 2008-4745

Zusammenfassung der Erfindung
Technisches Problem

[0004] Bei einer Halbleitervorrichtung mit einer Spe-
zifikation, wonach ein Leistungsmodul mit einer me-
tallischen Basisplatte vorgesehen ist, erzeugt ein
Halbleiterelement im Leistungsmodul bei eingeschal-
tetem Strom Wéarme und die Basisplatte dehnt sich
aus, wahrend bei ausgeschaltetem Strom deren

Temperatur sinkt, wodurch die Basisplatte schrumpft.
Die abwechselnde Warmeerzeugung und Kihlung
beim jeweiligen Ein- oder Ausschalten des Stroms
fur das Halbleiterelement bewirkt, dass das zwischen
die Basisplatte und die Kihlrippe aufgebrachte Fett
allmahlich aus dem Rand der Basisplatte hervortritt.
Demzufolge reduziert sich die Menge des isolieren-
den Fetts zwischen der Basisplatte und der Kiihlrip-
pe von einem Ausgangszustand, was zu einem Pro-
blem fuhrt, dass sich die Kuhlleistung verschlechtert.
Der oben beschriebene Stand der Technik soll das
Eintreten des Fetts in die Schraubenéffnungen ver-
hindern, hat jedoch nicht bericksichtigt, wie die Fett-
menge aufrechtzuerhalten ist.

[0005] Die vorliegende Erfindung wurde zum L&sen
der oben beschriebenen Probleme konzipiert, und es
ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Halblei-
tervorrichtung bereitzustellen, die eine hinreichende
Menge an Fett halten und eine stabile Kuhlleistung
erreichen kann.

Mittel zum Lésen der Aufgabe

[0006] Eine Halbleitervorrichtung geman der ersten
Erfindung umfasst eine Basisplatte mit einer Ober-
seite und einer Unterseite; und eine Vielzahl von fla-
chen Halbleiterelementen, die nebeneinander auf ei-
ner Seite der Oberseite vorgesehen sind, wobei Nu-
ten auf der Unterseite der Basisplatte vorgesehen
sind, welche die Mehrzahl der Halbleiterelemente in
einer Draufsicht der Basisplatte eine nach der ande-
ren auf der Seite der Oberseite getrennt umgeben.

[0007] Eine Halbleitervorrichtung gemaR der zwei-
ten Erfindung umfasst eine Basisplatte mit einer
Oberseite und einer Unterseite; und ein Halbleiterele-
ment, das auf einer Seite der Oberseite vorgesehen
ist, wobei eine Nut auf der Unterseite der Basisplat-
te vorgesehen ist, die das Halbleiterelement auf der
Seite der Oberseite in einer Draufsicht der Basisplatte
umgibt, und eine Querschnittsform der Nut eine ers-
te Querschnittsform ist, die einen ersten Bereich, der
zu einer Seite der Unterseite mit einer ersten Breite
gedffnet ist, und einen zweiten Bereich umfasst, der
mit dem ersten Bereich verbunden ist, der ndher an
der Seite der Oberseite als der erste Bereich ange-
ordnet ist und eine gréRere Breite als der erste Be-
reich aufweist, oder eine zweite Querschnittsform mit
zwei Seiten ist, deren Breite sich mit abnehmendem
Abstand von der Seite der Unterseite vergréRert, wo-
bei die beiden Seiten eine Kurve bilden, die in Rich-
tung zur Innenseite der Nuten konvex ist.

[0008] Eine Halbleitervorrichtung geman der dritten
Erfindung umfasst eine Basisplatte mit einer Ober-
seite und einer Unterseite; und eine Vielzahl von fla-
chen Halbleiterelementen, die nebeneinander auf ei-
ner Seite der Oberseite vorgesehen sind, wobei die
Unterseite der Basisplatte mit einem Nutbereich ver-
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sehen ist, in dem eine Vielzahl von Nuten zum Aus-
breiten und Uberlappen mit der Vielzahl der Halblei-
terelemente kontinuierlich vorgesehen ist, wobei Nu-
ten des Nutbereichs in der Mitte der Basisplatte tiefer
als Nuten im Nutbereich an den distalen Endseiten
der Basisplatte sind.

[0009] Eine Halbleitervorrichtung geman der vierten
Erfindung umfasst eine Basisplatte mit einer Ober-
seite und einer Unterseite; flache Halbleiterelemente,
die nebeneinander auf einer Seite der Oberseite vor-
gesehen sind; und eine Kihlrippe mit einer ebenen
Oberflache, wobei die ebene Oberflache auf die Un-
terseite aufgesetzt ist, wobei die ebene Oberflache
mit einer Ringnut versehen ist, die in einer Draufsicht
einen kleineren Umriss als die Basisplatte aufweist.

Vorteilhafte Effekte der Erfindung

[0010] Gemal der ersten Erfindung sind die Nuten
auf der Unterseite der Basisplatte vorgesehen, um
die Fettmenge unter jedem aus der Vielzahl der Halb-
leiterelemente halten zu kénnen, und es ist daher
moglich, eine stabile Kihlleistung zu erreichen.

[0011] Gemal der zweiten Erfindung ist die Nut mit
einer speziellen Form auf der Unterseite der Basis-
platte vorgesehen, um ein zuverlassiges Halten der
Fettmenge zu ermdglichen, und es ist daher mdéglich,
eine stabile Kuhlleistung zu erreichen.

[0012] Gemal der dritten Erfindung weist der Nutbe-
reich eine Ausdehnung auf der Unterseite der Basis-
platte auf, um eine hinreichende Fettmenge im mitt-
leren Teil der Basisplatte halten zu kénnen, wo eine
Ansammlung von Warme zu erwarten ist, und es ist
daher mdglich, eine stabile Kuhlleistung zu erreichen

[0013] Gemal der vierten Erfindung ist die Nut auf
der Seite der Kihlrippe vorgesehen, um ein Halten
der Fettmenge zu erméglichen und es ist daher még-
lich, eine stabile Kiihlleistung zu erreichen.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0014] Fig. 1 zeigt eine Darstellung, die eine Halb-
leitervorrichtung gemaR einem Ausfiuhrungsbeispiel
1 der vorliegenden Erfindung veranschaulicht.

[0015] Fig. 2 zeigt eine Darstellung, die eine Halb-
leitervorrichtung gemafly dem Ausflhrungsbeispiel 1
der vorliegenden Erfindung veranschaulicht.

[0016] Fig. 3 zeigt eine Darstellung, die eine Halb-
leitervorrichtung gemal dem Ausfihrungsbeispiel 1
der vorliegenden Erfindung veranschaulicht.

[0017] Fig. 4 zeigt eine Darstellung, die eine Halb-
leitervorrichtung gemal dem Ausfihrungsbeispiel 1
der vorliegenden Erfindung veranschaulicht.

[0018] Fig. 5 zeigt eine Darstellung, die eine Halb-
leitervorrichtung gemaR dem Ausflihrungsbeispiel 1
der vorliegenden Erfindung veranschaulicht.

[0019] Fig. 6 zeigt eine Darstellung, die eine Halb-
leitervorrichtung gemaR einem Ausfihrungsbeispiel
2 der vorliegenden Erfindung veranschaulicht.

[0020] Fig. 7 zeigt eine Darstellung, die eine Halb-
leitervorrichtung gemaflR dem Ausflhrungsbeispiel 2
der vorliegenden Erfindung veranschaulicht.

[0021] Fig. 8 zeigt eine Darstellung, die eine Halb-
leitervorrichtung gemafl dem Ausflhrungsbeispiel 2
der vorliegenden Erfindung veranschaulicht.

[0022] Fig. 9 zeigt eine Darstellung, die eine Halb-
leitervorrichtung gemaflR dem Ausflhrungsbeispiel 2
der vorliegenden Erfindung veranschaulicht.

[0023] Fig. 10 zeigt eine Darstellung, die eine Halb-
leitervorrichtung gemaflR dem Ausflhrungsbeispiel 2
der vorliegenden Erfindung veranschaulicht.

[0024] Fig. 11 zeigt eine Darstellung, die eine Halb-
leitervorrichtung gemaflR dem Ausflhrungsbeispiel 2
der vorliegenden Erfindung veranschaulicht.

[0025] Fig. 12 zeigt eine Darstellung, die eine Halb-
leitervorrichtung gemaR einem Ausfihrungsbeispiel
3 der vorliegenden Erfindung veranschaulicht.

[0026] Fig. 13 zeigt eine Darstellung, die eine Halb-
leitervorrichtung gemaflR dem Ausfihrungsbeispiel 3
der vorliegenden Erfindung veranschaulicht.

[0027] Fig. 14 zeigt eine Darstellung, die eine Halb-
leitervorrichtung gemaR dem Ausflihrungsbeispiel 3
der vorliegenden Erfindung veranschaulicht.

[0028] Fig. 15 zeigt eine Darstellung, die eine Halb-
leitervorrichtung gemaf einem Ausflihrungsbeispiel
4 der vorliegenden Erfindung veranschaulicht.

[0029] Fig. 16 zeigt eine Darstellung, die eine Halb-
leitervorrichtung gemaf einem Ausfiihrungsbeispiel
5 der vorliegenden Erfindung veranschaulicht.

[0030] Fig. 17 zeigt eine Darstellung, die eine Halb-
leitervorrichtung gemaR dem Ausflihrungsbeispiel 5
der vorliegenden Erfindung veranschaulicht

[0031] Fig. 18 zeigt eine Darstellung die eine Halb-
leitervorrichtung gemaf einem Ausflihrungsbeispiel
6 der vorliegenden Erfindung veranschaulicht.

[0032] Fig. 19 zeigt eine Darstellung, die eine Halb-
leitervorrichtung gemal dem Ausflihrungsbeispiel 6
der vorliegenden Erfindung veranschaulicht
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Beschreibung der Ausfiihrungsbeispiele
Ausfiihrungsbeispiel 1

[0033] Fig. 1 bis Fig. 5 zeigen Darstellungen, die ei-
ne Halbleitervorrichtung gemaf einem Ausfuhrungs-
beispiel 1 der vorliegenden Erfindung veranschauli-
chen. Fig. 1 zeigt eine Querschnittsansicht langs ei-
ner Linie A-A in Fig. 2 und Fig. 2 zeigt eine Chip-
Anordnungsansicht, die eine Innenseite einer Halb-
leitervorrichtung 10 von einer Seite der Oberseite aus
gesehen veranschaulicht. Die Halbleitervorrichtung
10 gemal dem Ausfiihrungsbeispiel 1 ist mit einer
metallischen Basisplatte 22 versehen, die mit einer
Oberseite 22a und einer Unterseite 22b versehen ist,
eine Vielzahl von Isoliersubstraten 24, die auf der
Oberseite 22a vorgesehen sind, und einer Vielzahl
von Halbleiterelementen 26 und 28, die nebeneinan-
der auf den jeweiligen Isoliersubstraten 24 montiert
sind und die Warme erzeugen, wenn der Strom ein-
geschaltet ist. Das Halbleiterelement 26 ist normaler-
weise ein IGBT und das Halbleiterelement 28 ist eine
Freilaufdiode.

[0034] Ein Gehause 34 deckt die Seite der Obersei-
te 22a der Basisplatte 22 ab und Elektroden 30 und
32 liegen auRerhalb des Gehauses 34 frei. Ringfor-
mige Nuten 50 und 52 sind zum Unterbringen von
isolierendem Fett auf der Unterseite 22b der Basis-
platte 22 vorgesehen. Eine Oberflache 40a einer me-
tallischen Kuhlirippe 40 ist auf die Unterseite 22b mit
dazwischen eingefligtem, elektrisch leitfahigem iso-
lierendem Fett 42 aufgesetzt, und die Innenseiten der
ringférmigen Nuten 50 und 52 sind mit dem isolie-
renden Fett 42 gefillt. Hierbei sei angemerkt, dass
die Basisplatte 22 ferner mit einer Vielzahl von Be-
festigungséffnungen 23 auf einer Perimeterseite der
ringférmigen Nuten 50 und 52 versehen ist. Die Ba-
sisplatte 22 und die Kiihlrippe 40 sind mittels Pass-
schrauben, die nicht dargestellt sind, durch die Be-
festigungséffnungen 23 miteinander verbunden.

[0035] Fig. 3(a) zeigt eine Draufsicht eines Umfangs
des einen in Fig. 2 dargestellten Isoliersubstrats 24
von einer Seite der Oberseite 22a der Basisplatte 22
aus gesehen. Fig. 3(b) zeigt eine Unteransicht von
Fig. 3(a) von einer Seite der Oberseite 22a der Ba-
sisplatte 22 aus gesehen. Die Vielzahl der ringférmi-
gen Nuten 50 und 52, welche die Vielzahl der Halb-
leiterelemente 26 und 28 von der Seite der Ober-
seite 22a in einer Draufsicht der Basisplatte 22 ge-
trennt umgeben, sind auf der Unterseite 22b vorge-
sehen. Fig. 3(c) zeigt eine Querschnittsansicht langs
einer Linie B-B in Fig. 3(a). Die ringféormige Nut 50
weist eine rechteckige Querschnittsform auf, die mit
einem Basisbereich 50a und Seitenflachenbereichen
50b versehen ist.

[0036] Wenn eine Temperatur der Basisplatte 22 bei
eingeschaltetem Strom an die Halbleiterelemente 26

und 28 ansteigt, dehnt sich die metallische Basisplat-
te 22 thermisch aus. In diesem Fall tritt das isolieren-
de Fett und 42 aus den Innenseiten der ringférmigen
Nuten 50 und 52 aus und die Menge des isolierenden
Fetts 42 zwischen der Basisplatte 22 und der Kihl-
rippe 40 wird konstant gehalten. Wenn hingegen der
Strom abgeschaltet wird und die Temperatur der Ba-
sisplatte 22 sinkt, kehrt das isolierende Fett 42 in die
ringférmigen Nuten 50 und 52 zurtick, da sich die Ba-
sisplatte 22 zusammenzieht. Die abwechselnde War-
meerzeugung und Kuhlung verursacht ein sich wie-
derholendes Abgeben und Speichern des isolieren-
den Fetts 42. Es ist daher mdglich, die Menge des
isolierenden Fetts 42 zwischen der Basisplatte 22
und der Kihlrippe 40 unterhalb der jeweiligen Halb-
leiterelemente 26 und 28 konstant zu halten. Selbst
wenn sich eine thermische Expansion und Kontrakti-
on aufgrund eines Einsatzes Uber einen langen Zeit-
raum wiederholt, ist es demzufolge mdglich, eine Ver-
schlechterung der Kiihlleistung durch ein Uberlaufen
des isolierenden Fetts 42 zu verhindern. Da die Halb-
leiterelemente 26 und 28 jeweils mit den ringférmi-
gen Nuten 50 und 52 getrennt vorgesehen sind, ist es
maglich, eine hinreichende Menge des isolierenden
Fetts 42 zuverlassig unter den Halbleiterelementen
26 bzw. 28 zu halten. Hierbei sei angemerkt, dass die
Querschnittsform der ringférmigen Nuten 50 und 52
nicht auf jene in Fig. 3(c) beschrankt ist. Wie in Fig. 4
dargestellt, kann auch eine ringférmige Nut 74 mit ei-
nem elliptischen Querschnitt verwendet werden. Dar-
Uber hinaus kann auch, wie in Fig. 5 dargestellt, ei-
ne ringformige Nut 84 mit einem gleichschenklig drei-
eckigen Querschnitt verwendet werden. Hierbei sei
angemerkt, dass anstelle der Vielzahl von ringférmi-
gen Nuten 50 auch sich kontinuierlich erstreckende
gitterartige Nuten, welche die Vielzahl der Halbleiter-
elemente 26 und 28 in einer Draufsicht der Basisplat-
te 22 in getrennten Teile partitionieren, auf der Unter-
seite 22b vorgesehen sein kénnen.

Ausfuhrungsbeispiel 2

[0037] Fig. 6 bis Fig. 11 zeigen Ansichten, die ei-
ne Halbleitervorrichtung 110 gemafl einem Ausfih-
rungsbeispiel 2 der vorliegenden Erfindung veran-
schaulichen. Fig. 6 zeigt eine Querschnittsansicht
l&ngs einer Linie C-C in Fig. 7. Die Halbleitervorrich-
tung 110 ist die gleiche wie die Halbleitervorrichtung
10 mit der Ausnahme, dass diese mit einer Basis-
platte 122 anstelle der Basisplatte 22 versehen ist.
Fig. 7 zeigt eine Ansicht einer Chipanordnung von ei-
ner Seite einer Oberseite 122a der Basisplatte 122.
Ein durch gestrichelte Linien in Fig. 7 dargestellter
Bereich ist eine ringférmige Nut 150, die auf einer Un-
terseite 122b vorgesehen ist. Die ringférmige Nut 150
ist eine durchgehende ringférmige Nut, welche die
Halbleiterelemente 26 und 28 und das Isoliersubstrat
24 auf einer Seite der Oberseite in einer Draufsicht
der Basisplatte 122 umgibt. Das Innere der ringformi-
gen Nut 150 ist mit dem isolierenden Fett 42 gefillt.
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[0038] Fig. 8 veranschaulicht eine Querschnittsform
der ringférmigen Nut 150. Die ringférmige Nut 150
umfasst zwei Seiten, sich zur Seite der Unterseite
122b vergroliert, wobei die beiden Seiten Kurven bil-
den, die zur Innenseite der ringférmigen Nut 150 hin
konvex sind. Wenn sich die Basisplatte 122 thermisch
ausdehnt, dehnt sich auch die Breite der ringférmigen
Nut 150 aus, da Bereiche in der Nahe des distalen
Endes auf der Seite der Oberseite 122a der ringférmi-
gen Nut 150 abrupt diinner werden, obwohl sich ein
Zwischenraum in der Nahe des distalen Endes weni-
ger ausdehnt. Aus diesem Grund wird der Effekt des
Herausdriickens des isolierenden Fetts 42 wahrend
der thermischen Ausdehnung der Basisplatte 122 viel
groRer.

[0039] Anstelle der ringférmigen Nut 150 kann auch
eine ringféormige Nut 170 mit einer in Fig. 9 dargestell-
ten Querschnittsform verwendet werden. Die ringfor-
mige Nut 170 ist mit einem ersten Bereich 172 und
einem zweiten Bereich 174 versehen. Der erste Be-
reich 172 ist zur Seite der Unterseite 122b hin mit ei-
ner Breite W1 gedffnet. Der zweite Bereich 174 ist
mit dem ersten Bereich 172 verbunden, ndher an der
Seite der Oberseite 122a als der erste Bereich 172
angeordnet, und weist eine gréfRere Breite W2 als
die Breite W1 auf. Im vorliegenden Ausfiihrungsbei-
spiel weist der zweite Bereich 174 insbesondere ei-
ne bogenformige Kontur auf. Der zweite Bereich 174
ist zum Sicherstellen eines gro3en Raums ausgelegt,
um ein Speichern eines groRen Volumens des iso-
lierenden Fetts 42 zu ermdglichen. Das Muster der
ringférmigen Nut 150 kann in einer Draufsicht der
Basisplatte 122 wie in Fig. 10 oder Fig. 11 darge-
stellt modifiziert werden. Beispielsweise kann, wie in
Fig. 10 dargestellt, eine Vielzahl von ringférmigen
Nuten 180, welche die Vielzahl der Halbleiterelemen-
te 26 und 28 getrennt umschlieen, ebenfalls wie
im Fall des Ausfiihrungsbeispiels 1 vorgesehen wer-
den. Wie in Fig. 11 dargestellt, kbnnen andererseits
auch sich kontinuierlich erstreckende gitterartige Nu-
ten 190 verwendet werden, um die Vielzahl der Halb-
leiterelemente 26 und 28 in getrennte Teile zu parti-
tionieren. Die Partitionszellengréfe der ringférmigen
Nuten 190 kann vergrof3ert werden, um gitterartige
Nuten zu bilden, die sich zum Partitionieren der sechs
Isoliersubstrate 24 erstrecken. Dies ermdglicht ein
dauerhaftes Sicherstellen der Menge des isolieren-
den Fetts 42 fir jedes der Isoliersubstrate 24.

Ausfiihrungsbeispiel 3

[0040] Fig. 12 bis Fig. 14 zeigen Ansichten, die ei-
ne Halbleitervorrichtung 210 gemal einem Ausfiih-
rungsbeispiel 3 der vorliegenden Erfindung veran-
schaulichen. Fig. 12 zeigt eine Querschnittsansicht
langs einer Linie D-D in Fig. 13. Die Halbleitervor-
richtung 210 ist die gleiche wie die Halbleitervorrich-
tung 10 mit der Ausnahme, dass diese mit einer Ba-
sisplatte 222 anstelle der Basisplatte 22 versehen ist.

Fig. 14 zeigt eine vergroRerte Querschnittsansicht ei-
ner Nutregion 250. Die Nutregion 250, die aus einer
Vielzahl von Nuten gebildet ist, die miteinander in de-
ren Oberflachenrichtung verbunden sind, ist auf einer
Unterseite 222b der Basisplatte 222 vorgesehen.

[0041] Die Nutregion 250 ist in eine Nutregion 250a
in der Mitte der Basisplatte 222 und in Nutregionen
250b an distalen Endseiten der Basisplatte 222 un-
terteilt. Nuten der Nutregion 250a sind tiefer als Nu-
ten der Nutregionen 250b. Im vorliegenden Ausfih-
rungsbeispiel vergroRert sich insbesondere die Tiefe
der Nuten der Nutregion 250a, wenn sich der Abstand
von der Mitte der Basisplatte 222 verringert. Da das
Innere der Nutregion 250 mit dem isolierenden Fett
42 geflllt ist, kann das isolierende Fett 42 in der ge-
samten Unterseite 222b der Basisplatte 222, wie in
den Ausflihrungsbeispielen 1 und 2 beschrieben, ge-
speichert oder abgegeben werden, und es ist mdg-
lich, die Menge des isolierenden Fetts 42 zwischen
der Basisplatte 222 und der Kihlrippe 40 konstant zu
halten. Da die tiefe Nutregion 250a im Mittelteil der
Basisplatte 222 vorgesehen ist, an dem sich Warme
am wahrscheinlichsten ansammelt, ist es méglich, ei-
ne ausreichende Menge des gefilliten isolierenden
Fetts 42 im Mittelteil zu halten.

[0042] Hierbeisei angemerkt, dass die Querschnitts-
form jeder Nut der Nutregion 250, wie in Fig. 14
dargestellt, die gleiche wie die in Fig. 8 dargestell-
te Querschnittsform der ringférmigen Nut 150 ist und
sich die Tiefen zwischen den Nutregionen 250a und
250b unterscheiden. Die vorliegende Erfindung ist je-
doch darauf nicht beschrankt, und die Querschnitts-
form der einen Nut der Nutregion 250 kann, wie in
Fig. 3 dargestellt, rechteckig sein oder kann, wie in
Fig. 4 dargestellt, elliptisch sein oder kann, wie in
Fig. 5 dargestellt, gleichschenklig dreieckig sein, und
was erforderlich ist, um die Nuten in der Mitte der Ba-
sisplatte 222 tiefer und an den distalen Endseiten der
Basisplatte 222 flacher zu machen.

Ausflihrungsbeispiel 4

[0043] Fig. 15 zeigt eine Ansicht, die eine Halbleiter-
vorrichtung 310 gemal einem Ausflihrungsbeispiel
4 der vorliegenden Erfindung veranschaulicht. Die
Halbleitervorrichtung 310 ist die gleiche wie die Halb-
leitervorrichtung 10 mit der Ausnahme, dass ein Dich-
telement 312 vorgesehen ist. Das Dichtelement 312
ist zum Abdichten des isolierenden Fetts 42 entlang
den Randern der Basisplatte 22 vorgesehen Dies ver-
hindert, dass das isolierende Fett 42 in der Oberfla-
chenrichtung der Basisplatte 22 austritt, wodurch ei-
ne Reduzierung eines Mangels der Menge des isolie-
renden Fetts ermdglicht wird. Hierbei sei angemerkt,
dass das Dichtelement 312 mit den Halbleitervorrich-
tungen 110 und 210 gemaR den Ausfiihrungsbeispie-
len 2 und 3 kombiniert werden kann.
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Ausfiihrungsbeispiel 5

[0044] Fig. 16 und Fig. 17 zeigen Ansichten, die
Halbleitervorrichtungen 410 und 460 gemal einem
Ausfihrungsbeispiel 5 der vorliegenden Erfindung
veranschaulichen. In einer fir die Halbleitervorrich-
tung 410 vorgesehenen Kuhlrippe 440, sind ringfor-
mige Nuten 444 mit kleinerem Umriss als die Basis-
platte 422 in einer Draufsicht auf einer Ebene 440a
vorgesehen, welche die Basisplatte 422 mit dem da-
zwischen eingefligten isolierenden Fett 42 tberlappt.
Daruber hinaus ist die Basisplatte 422 mit konve-
xen Bereichen 424 versehen, die mit den ringférmi-
gen Nuten 444 auf deren Unterseite 422b im Eingriff
stehen. Die mit den Nuten 444 im Eingriff stehen-
den konvexen Bereiche 424 kdnnen ein Heraustre-
ten des isolierenden Fetts 42 in der Oberflachenrich-
tung der Basisplatte 422 verhindern, die einen Man-
gel der Menge des isolierenden Fetts verursacht. Wie
in Fig. 17 dargestellt, ist es auch moglich, die Halblei-
tervorrichtung 460 kombiniert mit dem Dichtelement
312 im Ausfiihrungsbeispiel 4 vorzusehen. Hierbei
sei angemerkt, dass die Kuhlrippe 40, obwohl nicht
dargestellt; mit einem oder einer Vielzahl von konve-
xen Bereichen versehen sein kann, die mit den ring-
formigen Nuten 50 bis 190 auf der Unterseite der Ba-
sisplatte 22 und 122 gemaf den Ausfiihrungsbeispie-
len 1 und 2 in Eingriff stehen.

Ausflihrungsbeispiel 6

[0045] Fig. 18 bis Fig. 19 zeigen Ansichten, die
Halbleitervorrichtungen 510 und 560 gemaR einem
Ausflhrungsbeispiel 6 der vorliegenden Erfindung
veranschaulichen. Die Halbleitervorrichtung 510 ist
eine Kombination der Basisplatte 322, die mit einer
Oberseite 322a und einer Unterseite 322b versehen
ist, und einer Kihlrippe 540, die mit Nuten 544 auf
einer Oberflache 540a versehen ist. Die Unterseite
322b ist eben. Die Form der Nut 544 ist in einer Drauf-
sicht der Basisplatte 322 die gleiche wie die ringfor-
mige Nut 150 in Fig. 7. Ein Umriss der ringférmigen
Nut 544 ist in einer Draufsicht kleiner als die Basis-
platte 322. Die Nuten 544, welche die gleiche Funk-
tion wie jene der ringférmigen Nuten 50 und 52 ge-
maRk dem Ausfiihrungsbeispiel 1 aufweisen, kdnnen
ein Austreten des isolierenden Fetts 42 in der Ober-
flachenrichtung der Basisplatte 422 verhindern, das
einen Mangel des isolierenden Fetts verursacht. Wie
in Fig. 19 dargestellt, kann die Halbleitervorrichtung
560 auch mit Nuten 546 versehen sein, die ferner in-
nerhalb der Nuten 544 vorgesehen sind. Hierbei sei
angemerkt, dass die Basisplatte 322 durch eine der
Basisplatte 22 bis 222 gemal den Ausfiihrungsbei-
spielen 1 bis 3 ersetzt werden kann.

[0046] In den oben beschriebenen Ausfiihrungsbei-
spielen kénnen die Halbleiterelemente 26 und 28
Halbleitervorrichtungen wie zum Beispiel ein MOS-
FET sein, dessen Halbleitermaterial Siliziumkarbid

(SiC) ist. Da die SiC-Halbleitervorrichtung bei einer
héheren Temperatur als eine Siliziumvorrichtung ver-
wendet wird, wenn der Strom wahrend einer norma-
len Ansteuerung eingeschaltet ist, ist die Expansions-
und Kontraktionsrate der Basisplatte 22 hoch. Dem-
zufolge ist der Anwendungsvorteil der vorbeschriebe-
nen Ausflhrungsbeispiele betrachtlich.

Bezugszeichenliste

10 Halbleitervorrichtung;
22 Basisplatte;

22a Oberseite;

22b Unterseite;

24 Isoliersubstrat;
26, 28 Halbleiterelement;
30, 32 Elektrode;

34 Gehause;

40 Kuhlrippe;

40a Oberflache;

42 isolierendes Fett;
50, 52 ringférmige Nut;

Patentanspriiche

1. Halbleitervorrichtung, umfassend:
eine Basisplatte mit einer Oberseite und einer Unter-
seite; und
eine Vielzahl von flachen Halbleiterelementen, die
nebeneinander auf einer Seite der Oberseite vorge-
sehen sind,
wobei Nuten auf der Unterseite der Basisplatte vorge-
sehen sind, welche die Vielzahl der Halbleiterelemen-
te eine nach der anderen auf einer Seite der Ober-
seite in einer Draufsicht der Basisplatte getrennt um-
geben.

2. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 1, die fer-
ner eine Kihlrippe mit einer ebenen Oberflache auf-
weist, wobei die ebene Oberflache auf die Unterseite
aufgesetzt ist, wobei die ebene Oberflache mit kon-
vexen Bereichen versehen ist, die in die Nuten ein-
gefigt sind.

3. Halbleitervorrichtung, umfassend:

eine Basisplatte mit einer Oberseite und einer Unter-
seite; und

ein Halbleiterelement, das auf einer Seite der Ober-
seite vorgesehen ist,

wobei eine Nut auf der Unterseite der Basisplatte vor-
gesehen ist, die das Halbleiterelement auf einer Seite
der Oberseite in einer Draufsicht der Basisplatte um-
gibtt, und

eine Querschnittsform der Nut eine erste Quer-
schnittsform ist, die einen ersten Bereich, der zu ei-
ner Seite der Unterseite mit einer ersten Breite geoff-
net ist, und einen zweiten Bereich umfasst, der mit
dem ersten Bereich verbunden ist, der ndher an ei-
ner Seite der Oberseite als der erste Bereich ange-
ordnet ist und eine gréRere Breite als der erste Be-
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reich aufweist, oder eine zweite Querschnittsform mit
zwei Seiten ist, deren Breite sich mit abnehmendem
Abstand von einer Seite der Unterseite vergréRert,
wobei die beiden Seiten eine Kurve bilden, die zur In-
nenseite der Nuten hin konvex ist.

4. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 3, wobei ei-
ne Kontur des zweiten Bereichs bogenférmig ist.

5. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 3 oder 4,
ferner umfassend eine Kihlrippe mit einer ebenen
Oberflache, wobei die ebene Oberflache auf die Un-
terseite aufgesetzt ist, wobei die ebene Oberflache
mit konvexen Bereichen versehen ist, die in die Nu-
ten eingeflgt sind.

6. Halbleitervorrichtung, umfassend:
eine Basisplatte mit einer Oberseite und einer Unter-
seite; und
eine Vielzahl von flachen Halbleiterelementen, die
nebeneinander auf einer Seite der Oberseite vorge-
sehen sind,
wobei die Unterseite der Basisplatte mit einem Nut-
bereich versehen ist, in dem eine Vielzahl von Nuten
zum Ausbreiten und Uberlappen mit der Vielzahl der
Halbleiterelemente kontinuierlich vorgesehen ist, wo-
bei Nuten des Nutbereichs in der Mitte der Basisplat-
te tiefer als Nuten des Nutbereichs an den distalen
Endseiten der Basisplatte sind.

7. Halbleitervorrichtung, umfassend:
eine Basisplatte mit einer Oberseite und einer Unter-
seite;
flache Halbleiterelemente, die nebeneinander auf ei-
ner Seite der Oberseite vorgesehen sind, und
eine Kuhlrippe mit einer ebenen Oberflache, wobei
die ebene Oberflache auf die Unterseite aufgesetzt
ist,
wobei die ebene Oberflache mit einer Ringnut verse-
hen ist, die einen kleineren Umriss als die Basisplatte
in einer Draufsicht aufweist.

8. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 7, wobei
die Unterseite mit einem konvexen Bereich versehen
ist, der mit der ringférmigen Nut im Eingriff steht.

9. Halbleitervorrichtung nach einem der Anspriiche
1 bis 8, ferner umfassend eine Kihlrippe mit einer
ebenen Oberflache, wobei die ebene Oberflache auf
die Unterseite aufgesetzt ist,
wobei isolierendes Fett zwischen der Unterseite und
der ebenen Oberflache vorgesehen ist, und
ein Dichtelement vorgesehen ist, um das isolierende
Fett entlang eines Rands der Basisplatte abzudich-
ten.

10. Halbleitervorrichtung nach einem der Anspru-
che 1 bis 9, wobei ein Halbleitermaterial des Halblei-
terelements Siliziumkarbid ist.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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Anhéangende Zeichnungen
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FIG. 9

12/16



DE 11 2013 007 721 TS5 2016.12.08

110 23 27

| _—22
""N22a

\

—:» —~——190

/ 242322
A
00 o) | |

13/16



FFFFF
210 24 24 93 24 23

M\ V”/)/()




DE 11 2013 007 721 TS5 2016.12.08

2

Y W AT . Tnmn
y T
)11 ) Y)Y (

40a 312 50 52 42 22b 50 52 312

FIG. 16
410
30 32
424 424
I [ I /] I 34
] 440
e
4402 444 42 122 444
FIG. 17
460 30

15/16



DE 11 2013 007 721 TS5 2016.12.08

FIG. 18
510
30 3228 3
F‘é(r—: 34
| -,
| 322
540
\g (JH YV
Ea4 42 322b 54>4
FIG. 19
30 322a 39
210 { 1\l a /‘34
) e

16/16



	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

